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1 Le present rapport est le rapport d’examen pr6llmlnalre International, etabtl par I'admlntetratlon chargde de I’examen 
prdlimlnalre International en vertu de I'artlcle 35 et transmls au ddposant conform6ment © I article 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y comprls la presents feullle de couverture. 

3. Ce rapport est accompagn6 d'ANNEXES, qul comprennent : 

a. El un total de ( envoydea au ddposant et au Bureau International) 4 feuilles, ddflnles comme suit : 

El les feuilles de la description, des revendicatlons ou des desslns qul ont 6t6 modifies et qul servent de base 
au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisees par la presente administration (voir 
la regie 70.16 et 1‘lnstruction administrative 607). 

□ des feuilles qul remplacent des feuilles pr6c6dentes, mais dont la prdsente administration considers qu'elles 
contlennent une modification qul va au-deie de I'expose de I'lnvention qul ^ure dare la demande 
Internationale telle qu’elle a EtE dEposEe, comme il est IndlquE au point 4 du cadre n 1 et dans le cadre 
supplEmentalre. 

b. □ (envoytes au Bureau international seulement) un total de (prEcIser le type et le nombre de supports) 

Electronlque(s)) , qul contlennent un listage de la ou des sEquences ou un ou des tableaux y relatifs, dEposEs 
sous forme dEchlffrable par ordlnateur seulement, comme 11 est indiquE dans le cadre supplEmentalre relatif au 
listage de la ou des sEquences (voir Pinstructlon administrative 802). 



4. Le prEsent rapport contient des Indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 

C3 Cadre n° I Base de Popinlon 

□ Cadre n° II PrloritE 

□ Cadre n° 111 Absence de formulation d'oplnion quant h la nouveautE, I'activitE inventive et la 

possibllitE d'application Industrielle 

□ Cadre n° IV Absence d'unitE de I’lnvention 

El Cadre n° V Declaration motlv6e selon I'artlcle 35(2) quant k la nouveaut§, I'activitd inventive et la 

possibility d'application industrielle; citations et explications & I appui de cette declaration 

□ Cadre n° VI Certains documents cites 

□ Cadre n° VII Irr6gularit6s dans la demande Internationale 

□ Cadre n° VIII Observations relatives k la demande intemationale 
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Demands Internationale n° 
PCT/FR2004/001 858 



Case No. I Base du rapport 

1 . En ce qui concerns la langue, le present rapport est 6tabll sur la base de la demands Internationale dans la 
langue dans laquelle elle a 6t6 d6pos6e, sauf indication contraire donn6e sous ce point. 

□ Le present rapport est 6tabll sur la base de traductions r6alis6es k partlr de la langue d'orlgine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d’une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche Internationale (selon les r&gles 12.3 et 23.1. b)) 

□ la publication de la demande Internationale (selon la r&gle 12.4) 

□ I'examen prdllminaire international (selon la r&gle 55.2 ou 55.3) 

2. En ce qui concerns les 6l6ments* de la demande Internationale, le present rapport est 6tabli sur la base des 
6l§ments suivants lies feullles de remplacement qui ont 6t6 remises d I'offlce recepteur en rdponse a une 
Invitation faite conformdment k l‘ article 14 sont considkrkes dans le present rapport comme * Inltlalement 
dkposkes" et ne sont pas Jolntes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 
1-14 

Revendications, No. 
1-33 

Dessins, Feullles 
1-2 



telles qu’lnitialement d6pos6es 



regue(s) le 03.05.2005 avec lettre du 27.04.2005 



telles qu'inltlalement dSposSes 



□ En ce qui concerns un listage de la ou des s6quences ou un ou des tableaux y relatifs. voir le cadre 
supplimentaire relatif au listage de la ou des sequences. 

3. □ Les modifications ont entrain^ I'annulatlon : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuillesAig. 

□ du listage de la ou des sequences (prkclser ) : 

□ d’un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (prkciser) : 

4. □ Le present rapport a 6t6 gtabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6t6 consid6r§es 
comme allant au-deli de l‘expos6 de I'invention tel qu'il a 6t6 d6pos6, comme il est indiqu6 dans le cadre 
suppl6mentaire (r&gle 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (prkclser ) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (prSciser) : 

* Si le caa viaS au point 4 a 'applique, certaines ou tout ea ces feuilles peuvent 
St re revetuea de la mention "remplacS " . 
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Cadre n° V Declaration motivde aelon l?article 35.2) quant h la nouveaute, I?actlvlt6 Inventive et la 
possibility d?appllcatlon Industrlelle; citations et explications & l?appul de cette dec laration 



Declaration 

Nouveaute 


Oul: 


Revendication8 


- 


Actlvite inventive 


Non: 

Oul: 


Revendications 

Revendications 


1-33 


Pos8ibllite d'application industrlelle 


Non: 

Oul: 


Revendications 

Revendications 


1-33 

1-33 


Non: 


Revendications 


- 



2. Citations et explications (r&gle 70.7) : 

voir feuille s6par6e 
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Concernan t le point V 

D6claration motives quant k la nouveaute, I'actlvlte inventive et la possibility 

d'appllcation industrielle; citations et explications It I'appul de cette declaration 

1 . II est fait reference au document sulvant : 

D3: US6156215 (Canon Kabushlki Kaisha) 5 decembre 2000 (2000-12-05) 

2. La demande ne remplit pas les conditions 6noncees k I’article 6 PCT, les 
revendications 1 et 20 n'6tant pas claires. 

2.1 Le terms « structures » utilise dans les revendications 1 et 20 laisse un doute 
quant k la signification des caract6ristiques techniques auxquelles il se refers. 
L'homme du metier comprend par « structurer une plaque » la gravure de cette 
plaque. Par contre, la description de la presents demande donne une definition 
nettement different©, k savoir une surface qui se trouve §tre "essentiellement 
incapable de se coller k un autre substrat predetermine" (cf. page 6, lignes 11-13). 

2.2 Les revendications 1 et 20 se referent k une « couche sacrifcielle ». L'homme du 
metier entend par « couche sacrificielle » une couche qui est au moins 
partiellement 6limin6 au cours d'un procede. Or, le proc6d6 de la revendication 1 ne 
d6crit pas d'6tape d'eiimination d'au moins une partie de la « couche sacrifcielle ». 
Cette couche parait done etre non pas une couche sacrificielle mais une couche 
interm6diare. 



3. La presents demande ne remplit pas les conditions 6nonc£es dans Particle 33(1 ) 

PCT, I'objet des revendications 1 et 1 9 n'etant pas conforms au critere de nouveaute 
defini par Particle 33(2) PCT. 

3.1 Le document D3 d6crit (cf. figures 1 A - 1 F et colonne 3, ligne 1 8 - colonne 4, ligne 
57; les references entre parentheses s'appliquent a ce document) : 

Procede de fabrication d’une structure empire, caracterise en ce qu'il comprend les 
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Stapes suivantes: 

a) on prend une premiere plaque (1) et une seconde plaque (8), et on structure au 
moins une desdltes premise (1) et seconde (8) plaques de telle sorte que celle-ci 
presents une surface structure (cf. Fig. 1A), au moins en partie, 

b) on realise une couche sacrificielie (peeling layer 4 of silicon dioxide) sur une partie 
au moins de la surface (4) de la premiere plaque (1) et/ou de la surface de la 
seconde plaque (8), et 

c) on colle les deux plaques (cf. Fig. IE) entre elles. 

3.2 Le document D3 dScrit done Sgalement une structure empilSe, caract6ris6e en ce 
qu'elle a 6tS fabriquSe au moyen d'un procSdS selon la revendication 1 . 

L'ob]et de la revendication 19 n'est done pas non plus nouveau. 

3.3 Le m§me argument s'applique mutatis mutandis e I'objet de la revendication 
indSpendante correspondante 20 qui n'est done pas non plus nouveau. 

4. Par rapport au document D3, les revendications dSpendantes 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 21 , 24, 27, 29, 30, 31 , 32, 33 ne contiennent aucune 
caractSristique qui, en combinaison avec cedes de I'une quelconque des 
revendications £ laquelle elles se r§f£rent, dSfinisse un objet qui satisfasse aux 
exigences du PCT en ce qui conceme la nouveautS et/ou I'activite inventive, voir la 
description des figures 1 A-1F. 

5. II est indique que le document D1 paralt toujours detruire la nouveaute des 
revendications independantes 1, 19 et 20 (cf. premiere Opinion Ecrite de 

I 1 Administration chargee de la Recherche Internationale). 

Les revendications 4 et 23 montrent qu'une faible rugosit6 de 0,2 nm RMS est 
consid6ree suffisante afin de « structurer » la surface d'une plaque. Cette rugosite 
est tenement faible qu’il est certain que les deux substrats 1 0 et 30 (cf . D1 , Fig. 5) 
dgpassent cette limite. 

Ainsi, par rapport au document D1, les revendications dependantes 2-18 et 21-33 ne 
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contiennent aucune caract6ristique qui, ©n combinalson avec cedes de I une 
quelconque des revendicatlons k laquelle elles se r6ferent, d6flnisse un objet qui 
satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerns la nouveautS et/ou I'activitd 
inventive, voir la premiers Opinion Ecrite de I'Administration charges de la Recherche 
Internationale. 
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REVENPICATIONS 

1 . Proc6d6 de fabrication d'une structure empiiOe, caract§ris6 en ce 

5 qu’il comprend les 6tapes suivantes : 

a) on prend une premiere plaque (1) et une seconde plaque (5), et 
on structure au moins une desdites premiere (1) et seconde (5) plaques 
de telle sorte que celle-ci pr6sente une surface (2 ; 7) « structure », au 
moins en partie, 

10 b) on realise une couche sacrlflcielle (3 ; 8) sur une partie au 

moins de la surface (2) de la premiere plaque (1) et/ou de la surface (7) 

de la seconde plaque (5), et 

c) on colie les deux plaques (1 ; 5) entre elles. 

2. Proc6d6 selon la revendication 1 , caract6ris6 en ce que ladite 
15 surface (2 ; 7) est structure en raison de sa nature physico-chimique. 

3. Proc6d6 selon la revendication 1, caract§ris6 en ce que ladite 
surface (2 ; 7) est structure en raison d'une rugosit6 (r* 2 , rV) sup6rieure d 
un seuil pr6d6termin6. 

4. Proc6d6 selon la revendication 3, caract6ris6 en ce que ledit seuil 
20 pr6d6termin§ est 6gal & 0,2 nm RMS environ. 

5. Proc6d§ selon I’une quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caract6ris6 en ce qu’au moins une desdites plaques (1 ; 5) presents 
initialement une couche superficielle (6 ; 9). 

6. Proc6d6 selon la revendication 5, caract6ris§ en ce que ladite 
25 couche superficielle (6 ; 9) est monocristalline. 

7. Proc6de selon la revendication 5 ou la revendication 6, caract6ris6 
en ce que ladite couche superficielle (6 ; 9) est en silicium. 

8. Proc6d6 selon la revendication 5, caract6ris6 en ce que ladite 
couche superficielle (6 ; 9) a pour effet de structurer ladite surface (2 ; 7) 

30 en raison de la nature physico-chimique de cette couche superficielle (6 ; 

9 ). 
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9. Proc6d6 selon la revendlcatlon 8, caract6ris6 an ce qua ladite 
couche superficial^ (6 ; 9) eat an nltrure da slllclum. 

10. Proc6d§ selon Pune quelconque das revendlcatlons pr§c6dentes, 
caract§ris§ an ce qua Ton realise an outre, avant ladite 6tape c), un lissage 

5 da la surface libra (4 ; 10) da la couche sacrlficielle (3 ; 8), et/ou da la surface 

libra da I’une desdites plaques (1 ; 5). 

11. Proc6d6 selon I’une quelconque das revendlcatlons 1 6 10, 
caract6ris6 an ce qua la collage da ladite 6tape c) est un collage mol6culaire. 

12. Proc6d6 selon I’une quelconque des revendlcatlons 1 d 10, 
10 caract6ris6 en ce qua la collage da ladite atape c) utilise une colle sacrlficielle. 

13. Proc6d§ selon I’une quelconque des revendications pr§c6dentes, 
caract6ris6 en ce que le collage de ladite 6 tape c) est assists par des moyens 
mdcaniques et/ou par un traitement plasma et/ou thermique, ces op6rations 
6tant r6alis6es pendant ou aprds ce collage, sous atmosphere sp6cifique ou a 

15 Pair iibre. 

14. Proc6d6 selon I’une quelconque des revendications 

pr6c6dentes, caract6ris6 en ce que, suite a ladite atape c), on amincit au moins 

une des deux plaques (1 ) et/ou (5). 

15. Proc6d6 selon I'une quelconque des revendications 

20 pr6c6dentes, caract6ris6 en ce que la partie massive d’au moins une des 

plaques (1 ; 5) est faite d’une mati&re semi-conductrice. 

16. Proc6d6 selon la revendication 15, caract6ris6 en ce que ladite 

partie massive est en silicium. 

17. Proc6d6 selon I’une quelconque des revendications 1 a 16, 
25 caract6ris§ en ce que la couche sacrificielle (3 ; 8) est en oxyde de silicium. 

18. Proc6d6 selon Tune quelconque des revendications 1 a 16, 
caract6ris6 en ce que la matiare constituant la couche sacrificielle (3 , 8) est 
un polymdre. 

19. Structure empil6e (100), caracteris6e en ce qu’elle a eta 

30 fabriquee au moyen d’un proceda selon I’une quelconque des revendications 1 

a 18. 
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20. Structure empil6e (100), caract6ris6e en ce qu'elle 
comprend une couche sacrifldelle (3,8) situ6e entre un premier substrat (1) 
et un second substrat (5). et en ce qu’au moins un desdits premier (1) et 
second (5) substrat possdde une surface (2 ; 7) « structure », au moins 

5 en partie. 

21. Structure empire selon la revendication 20, caract6ris6 en ce 
que ladite surface (2 ; 7) est structure en raison de sa nature physico- 
chimique. 

22. Structure empire selon la revendication 20, caract6ris6 en ce 
10 que ladite structuration de la surface (2 ; 7) est due d une rugosit6 (r* 2 . rV) 

sup6rieure £ un seuil pr6d6termin6. 

23. Structure empire selon la revendication 22, caract6ris6 en ce 
que ledit seuil pr6d6termin6 est 6gal & 0,2 nm environ. 

24. Structure empire selon I’une quelconque des revendications 20 

15 6 23, caract6ris6 en ce qu’au moins I’un desdits substrats (1 ; 5) prdsente une 

couche superficielle (6 ; 9). 

25. Structure empire selon la revendication 24, caract6ris6 en ce 
que ladite couche superficielle (6 ; 9) est monocristalline. 

26. Structure empire selon la revendication 24 ou la revendication 

20 25, caract6ris6 en ce que ladite couche superficielle (6 ; 9) est en silicium. 

27. Structure empire selon la revendication 24, caract§ris6 en ce 
que ladite couche superficielle (6 ; 9) a pour effet de structurer ladite 
surface (2 ; 7) en raison de la nature physico-chimique de cette couche 
superficielle (6 ; 9). 

25 28. Structure empi!6e selon la revendication 27, caract6ris§ en ce 

que ladite couche superficielle (6 ; 9) est en nitrure de silicium. 

29. Structure empire selon I’une quelconque des revendications 20 
& 28, caracterisee en ce que la partie massive d*au moins un des substrats (1 ; 
5) est faite d’une mattere semi-conductrice. 

30 30. Structure empire selon la revendication 29, caract6ris6e en ce 

que ladite partie massive est en silicium. 
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31 . Structure empilde selon I’une quelconque des revendicatlons 20 
d 30, caractdrisde en ce que la couche sacrificielle (3,8) est en oxyde de 
silicium. 

32. Structure empilde selon I’une quelconque des revendicatlons 20 

5 & 30, caractdrisde en ce que la matidre constituant la couche sacrificielle 

(3,8) est un polymdre. 

33. Structure empilde selon Tune quelconque des revendicatlons 20 
d 32, caractdrisde en ce qu’au moins I’un desdits substrata (1 ; 5) est une 
couche mince. 

10 
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